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特許請求範囲
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半導体基体の一方の主面側に、絶縁膜を介して電荷転送用電極が被着配列され
る１の導電型の転送領域が形成され、之に対向し且つ之より上記半導体基体の他
方の主面側に上記転送領域との間に他の導電型のベース領域を介して受光領域
が形成され、上記ベース領域に所定電圧を印加することにより上記受光領域に蓄
積した電荷を上記転送領域に転送し、上記電荷転送用電極に指定のクロック電圧
を印加して電荷の転送を行うようにしたことを特徴とする固体撮像装置。
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CTD = 電荷転送装置
CTG = 電荷転送用電極
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Back Light
これは裏面照射の発明でもある。

これはNPN接合型の
Pinned Photo Diode
の発明である。
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